NPN SILICON TRANSISTOR, HOMOBASE 2N 5490 2N 5492
TRANSISTOR NPN SILICIUM, HOMOBASE 2N 5494 2N 5496

Compl. of 2N 6107 series

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
- LF large signal power amplification 2N 5490
Amplification BF grands signaux de puissance 40V { 9N 5494
- High current switchin Vero 55V 2N 5492
g ‘ 9 70V 2N 5496
Commutation fort courant
Ic 7A
Ptot 50 W
2A 2N 5490
25A 2N 5492
h21E ) 3 2NGags  20-100
35A 2N 5496
Rth{j-c) 25° C/W
Dissipation Plastic case TO-220 AB - See outline drawing CB-117 on last pages
Variation de dissipation Bofitier plastique Voir dessin coté CB-117 dernigres pages
100%
I\
75 N\

o\

\

25
Weight : 2g Collector is connected to case

0 50 100 150 toggal °c) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) = 25°C {Unless otherwise stated)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION tcase (Sauf indications contraires)
2N 5490 2N 5492 2N 5494 2N 5496

T oo Veso 60 75 60 9 v
B et imoteage Veeo 40 55 40 70 v
Collector-emitter voltage  Rpe =1002 | Vceg 50 65 50 80 v
T oemotage  Vgg ==15V | Vcex 60 75 60 90 v
SN Vego 5 5 5 5 v
oo et Ic 7 7 7 7 A
o g 3 3 3 3 A
B aonance Pot 50 50 50 50 w
Pl i max | Y 150 150 150 150 o
Storage temperature min t -65 —65 —65 —65 °C
Température de stockage max 19 +150 +150 +150 +150 °c
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2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vap =70V
VE sy 2N 5492 1 mA
BE 4
VCE =70V
VBE =~15V 2N 5492 5 mA
toase = 150°C
Vap =585V
VE sy 2N 5494 1 mA
BE ™~
Collector-emitter cut-off current _ 1
Courant résiduel collecteur-émetteur Veg =55V CEX
Vgg =—1.5V 2N 5494 5 mA
tase = 150°C
vV =85V
VCE 18y 2N 5496 1 mA
BE ~ "
VCE =85V
Vgg =—15V 2N 5496 5 mA
ta50 = 150°C
Veg =40V 2N 5490 2 mA
Rge = 100 2N 5494 05 mA
VCE =40V
Res = 100 2 2N 5490 5 mA
BE _ is0ec 2N 5494 35 mA
tease =
Vg =85V
Rgg = 1002 2N 5492 05 mA
Collector-emitter cut-off current IcE
Courant résiduel coflecteur-émetteur Veg = 55V CER
Rgg =100 Q2 2N 5492 3,5 mA
tea5e = 150°C
Veg =70V
Reg = 100 2N 5496 05 mA
VCE =70V
RBE =100 2 2N 5496 3,6 mA
tCLse =150 °C
i Veg =5V
Emitter-base cut-off current EB |
Courant résiduel émetteur-base e =0 EBO 1 mA
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2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
2N 5490 | 40 \'
Collector-emitter breakdown voltage Ic =100mA v * | 2N5492 | 55 v
Tension de claquage coll -Smetteur lg =0 CEO(sus) aN 5494 | 40 v
2N 5496 | 70 \
2N 5490 | 50 A
Collector-emitter breakdown voltage Ic =100mA v * | 2N 5492 | 65 \Y
Tension de claquage collectaur-émetteur Rgg = 1009 CER{sus) | 2N 5494 | 50 v
2N 5496 | 80 v
2N 5490 | 60 v
Collector-emitter breakdown voltage Ic =100mA v *| 2N 5492 | 75 v
Tension de ct 1he émetteur Voo =15V CEXlsus) | 5N 5494 | 80 v
v BE = ¥
2N 5496 | 90 v
\ =4V
CE _ 2N 5490 | 20 100
IC =2A
Vop =4V
_ CE 2N 5492 | 20 100
Static forward current transfer ratio Ilc T25A *
Valeur statique du rapport de fert h21 E
direct du courant VCE =4V
_ 2N 5494 | 20 100
IC =3A
Vap =4V
CE _ 2N 5496 | 20 100
lc =35A
lc =2A 2N 5490 1 v
ig =02A
'c =254 5492 1 v
) ) g =025A 2N
Collector-emitter saturation voltage v X
Tension de saturation collecteur-émetteur | =3A CEsat
¢ 2N 5494 1 v
g =03A
lc =354 2N 54 1 v
lg =035A 96
Vap =4V
CE _ 2N 5490 11 v
Ic =2A
\% =4V
CE e 2N 5492 1,3 v
. c . *
Base-emitter voitage VgE
Tension base-smetteur Vv =4V B
CE _ 2N 5494 1,5 v
IC =3A
Vap =4V
CE '
o =354 2N 5496 1,7 v

* pylsed t =300pus 5 <2%

Impulsions
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2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) t = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case {Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Tvp. Max.
Transition § Veg =4V
ransition frequency _
Fréquence de transition IC =05A fT 08 MHz
f = 1MHz
Veg =30V
lc =2A 2N 5490 5 ps
lg = 0,2A
Vee = 30V
lc =25A 2N 5492 5 us
tg =025A
Turn-on time o+t
Temps total d'établissement d7
Vpe =30V
CcC
lc =3A 2N 5494 5 us
ig =03A
Veg =30V
le =35A 2N 5496 5 us
lg =035A
Veg =30V
‘C =2A 2N 5490 15 us
|I3 =%02A
Vog =30V
lc =25A 2N 5492 15 us
IB =+0,25A
Turn-off time L+t
Temps total de coupure s f
Vee = 30V
lc =3A 2N 5494 15 us
lg =% 03A
Veg =30V
le =35A 2N 5496 15 us
IB =*035A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance "
Résistance thermique (jonction-boTtier) Rth(l'C) 25 °c/w
;l‘un.ctlon-a‘rhnblest tr’n_erma] res:lstgn?f‘ Rth(i-a) 70 oCIW
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2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
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toase = 25°C
CONINUOUS memmmrme e
Continu
0,5 Puised o — i ———
Impulsions
2N 5490
02 2N 5492
2N 5494
2N 5496
0,1
1 2 5 10 20 50 VCE(V)
SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION
L
Re -
Rg Rc
i
B1 RB B 2N 5490 25 Q2 150
o—t_—_)———( 3oV 2N5492 | 200 120
-—
82 2N5434 | 15Q 100
2N 5496 12Q 82Q
- \
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2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la rési: h ique en
régime d’impulsions

K

0.8

0.6

1
Berz1

0,4

0.2
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